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§１．研究開発成果の概要 

 
2024 年度は「光を用いた GaN FET のドレイン電流測定手法」の研究を行った。 
 
10 ns 以下で高速にスイッチングする GaN FET にアクティブゲート駆動を適用した際の測定上の

課題として、GaN FET のドレイン電流波形を正確に測定する方法がない問題がある。従来のドレ

イン電流波形の測定方法として、シャント抵抗があるが、シャント抵抗を主回路に挿入すると、シャ

ント抵抗起因の挿入インピーダンスが増加し、真の電流波形が得られない問題がある。この問題を

解決するために、非接触で電流測定が可能である光電流プローブセンサ「OpECS (Optical 
probe Electric Current Sensor)」を用いて、挿入インピーダンスがゼロの GaN FET のドレイン

電流測定法を提案した。OpECS は、ファラデー効果（磁気光学効果）を利用して、電流により発生

する磁場を検出することで電流の測定を行う。今回、外部の磁界の影響を 2 本の OpECS を使用

してキャンセルする手法を提案した。本手法は高速スイッチングする GaN FET のスイッチング損

失と電流オーバーシュートの解析に有用である。 
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